Problema 16

I - Amplificadores Monoetapa - Polarizacion

En el circuito de la figura ICQ=10mA a temperatura ambiente (Ta=25°C).
Utilizando los factores de estabilidad calcular la variacién de ICQ si la temperatura

aumenta hasta 55°C para:

a) Transistor de silicio (ICBO=1uA a Ta=25°C)
b) Transistor de germanio (ICBO=100puA a Ta=25°C)

Considerando que el circuito tiene buena estabilidad frente a las variaciones de hFE,
calcular el AICQ debido a las variaciones de ICBO y VBE.

10V

Calcular AICQ AVBE
AICBO

Verifico la condicion de apantallamiento:

_RE 100 _
"TTRB T 400

ﬁmin E

10 OK

Calculo IC = f(VBE;ICB0)

Para variaciones pequefas:

_ AICQ _ acCQ

I AICBO ~ AICBO

_AICQ _ ACQ

' AVBE  OVBE
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RE+RB  400+1
Sy == OO+488=4,765
RE+—— 100+ —
1+ 81
Sy = 1 = - : = —9,412-10—3i
RB Q

—+RE-
B

(1+1) 400+100-(1+1)
V; 80 80

ahora planteo las diferencias:

mV

VBE, - VBE, = —2,5?-(7"2 - T)=-15mV

Entonces para silicio tenemos:

AICBO = ICBO,

T2-T1

1CBOl=ICBol-{2 10 1]=7/1A

1
AICQ = S, - AICBO+S,, - AVBE = 4,76-Tud + 9,41- 10‘35 .0,075V = 0,74mA

donde influye AVBE.

Para germanio seria ahora:

ICBO, — ICBO, = 7004

1
AICQ =4,76-700uA4 + 9,41- 10735 0,075V = 4,04mA

donde influye AICBO
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Problema 17

Para el siguiente circuito (polarizacion IB constante), encontrar las expresiones de los
factores de estabilidad para un punto de trabajo genérico en la zona activa del
transistor.

(Sv, ShFE, SI)
VCC
SI=p+1=p
RC w_ P
RB
SpB = VCC_VB—ICBO
RB

(1) IC=p-IB+(B+1)-ICBO

(l) VCC—IB-RB-VBE =0

de (1):
B IC—(B+1)-ICBO (a)
B
de (II):
g~ VCC-VBE (b)
RB

igualando (a) y (b):

IC—(B+1)-ICBO _ VCC-VBE

B RB
VCC—-VBE
IC = ——2——+(B+1)-ICBO
B
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ac acC

Para hallar y :
OVBE ~ JICBO

AcC
=pf+1=S
ACBO p !

ac B

Bk S,
JVBE RB

VCC-VB VCC—-VBE
AIC (RB) - B, +ICBO-(B, + 1)—(@) - B, —ICBO-(B3, +1)

AB By =B

AIC _VCC-VBE
AB

Condicién de estabilidad térmica:

El calor generado en la juntura de colector no debe exceder al que pueda disiparse en
régimen permanente.

opdi _ Pe
aj I

P _ 1
aaj  Ga

ddt dC _ 1
AC Il Ga
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Problema 18

Pa ar el circuito de la figura, implementado con el transistor BD137, analizar si puede
producirse embalamiento térmico cuando la temperatura aumenta de 25°C a 65°C.

VCC=42V
Rb=80 (resistencia estatica del bobinado
primario del transformador)
R1=1K5 RL=10K
Rb
Rs
\
Y
R2=82 RE=12 ==
—
Datos del manual:
. °C
Tjmax = 150°C Rith;_, =100—
: w
Rth;_,,, =10 ¢ Ptmax = 8W para Tmb=70°C
/4
VCEOmax = 60V ICB0<100n4 para Tj=25°C

RB = R1|R2 =77.8Q

VBB =217V

VBB-0,7V 2,11V —0,7V

1CO = - = 123mA — hFE = 95
rg s BB 12Q+( )
hFE
100 =27 =0T\ aa s hFE = 97
77,80
120+ %2

76



I — Amplificadores Monoetapa - Polarizacion

2,17V - 0,7V

7780 =115mA
_l_i

1CO =
120

VCC=VCEQ+ICQ-(Rb+RE) = VCEQ=VCC-ICQ-(Rb+RE)

VCEQ = 42V —115mA-(20Q) = 39,7V

12 CONDICION

VCEQ < % no se cumple !!

CONDICION GENERAL

Pdr AC 1
AC Il  Ga
AICB AVBE AhFE 1
(VCC—z.JCQ-Rb)(S,. CO+SV-V— hFE~h—)<—
AT AT AT Gia
RE +——
1+
SV——RB ! =—77,3-1o3-é
+RE.(1+j
AVBE
AVBE =-25"Y (1, 1) = ABE _ 5 sm)V
°C AT °C

T2-TI 65°C-25°C
AICB0 = ICBO, -{2 10— 1} = 100nA-(2 0 - 1] = 1,514
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(VCC—2'ICQ‘RGSI)'(SI'A]CBO—i—SV‘AVBE) 1

AT AT Ga

(42V_ 2115mA2()Q) 7.02. 1,514 +(_77,3, 10—3 . lj .(—Z,SmV) < Ol
40°C Q °C/] 100° Gy,

7,24M < lom—W se cumple
°C °C

“No existe embalamiento térmico”.
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